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ANTECEDENTES DEL INVENTO
Ambito del Invento

El invento se refiere a un dispositivo de de-
teccién pare detectar los cambios que se producen en una caractg
ristica normal de un objeto o de una condicién.

' BREVE RESUMEN DEL INVENTO

Se proporciona un circuito de deteccién para

detectar un cambio en una caracter{stica normal deseads de un ob
jeto o de una condicibn que se examinan y que incluye un disposi
tivo semiconductor dotado de una primera regifn semiconductora
de un tipo de conductividad, de una segundaimregidn semiconducto
ra del tipo de conductividad opuesfo adyacente a dicha primera
regién»con una primera unién semiconductora entre ellas, una ter
cera regibn sémiconductora del mismo tipo de conductividad que
dicha primera'regidn adyacente a dicha segunda regifén con una se
gunda unién semiconductora entre ellas, unos primero, segundo y
tercer Lerminales conectados con dichas primera, segunda y terce
ra regiodnes, resﬁectivamenhe, un cuarto terminal conectado con
dicho dispositivo semiconductor y que tiene, por lo menos, una
parte del mismo situada en una posicién adyacente a dicha prime-
ra regién donde estd seperado de dicho primer terminal, y una ca
pa aislante que separa dicho cuarto terminal de diche primera re
gién. Un elemento de deteccién estd introducido bien en el cir-
cuito de polarizacién del cuarto terminal, o bien en el circuito
de polarizacibén del segundo terminal., La salida del dispositi
vo semiconductor estd dispueste de modo que puede ser examinada
para determinar un cambio en el potencial del tercer terminal
del dispositivo semiconductor,

BREVE DESCAIPCION DE LOS DIBUJOS

Las figuras 1 y 2, respectivamente, son unas
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vistas en seccién transversal de un dispositivo semiconductor de
tres terminales utilizado para explicar el dispositivo semiconduc
tor de cuatro terminales, segin el invento;

la figura 3 es una vista en seccién transver-
sal de un modo de realizacién preferido del dispositivo semicon-
ductor de cuatro terminales de tipo nuevo, segin el invento;

la figura 4 es un diagrama de circuito de un =~
circuito utilizado para medir las caracter{sticas de un disposi-
tivo de cuatro terminales de tipo nuevo, representado en la figu
ra 3; |

la figura 5 es un grdfico que representa las
caracter{stices del dispositivo semiconductor de cuatro termina
les de la figura 3, en el cual la corriente de colector en micrg
amperios se representa en funcibén de la tensién entre la puerta
¥y el emisor del dispositivo semiconductor;

le figura 6 es un diagrame de circuito de un
dispositivo de deteccién que utiliza el dispositivo: semiconduc—
tor de cuatro terminales de tipo nuevo y en el cual el elemento
de deteccibfn estd dispuesto en el circuito de polarizacibn del
cuarto terminal; ¥

la figura 7 es un diagrama de circuito de
otro modo de realizacién del invento, en el cual el elemento de
detecéién estd situado en el circuito de polarizacién de la base

del dispositivo semiconductor.
JOI ON DE _LOS MODOS DE REALIZACION

_PUEFERTDOS
El dispositivo semiconductor nuevo segin el

invento, tiene un factor de amplificacién de corriente elevedo
Y buenas caracterf{sticas de saturaciln en comparacién con un tra;
sistor bipolar de le técnica anterior, tal como un transistor
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MOS FET. El dispositivo semiconductor segdn el invento, es un dig
positivo de cuatro terminales. Para que sea posible observar la
naturaleza y las caracteristicas del dispositivo de cuatro termi-
neles, se herd en primer lugar, una descripcién de dos dispositi~
vos semiconductores de tipo nuevo; gue se describen en las solici
tudes de patente, ndmero de serie 427.648 y 427.647 y que estdn
concedidas a los mismos concesionarios que el presente invento.
Haciendo referencia a los dispositivos semiconductores ilustrados
en las figuras 1 y 2, el factor de amplificacién de corriente con
emisor conectado a masa hFE de unétransistor, que es uno de los
pardmetros que permiten valorar las caracterfsticas del transis-
tor bipolar, puede expresarse por medio de la siguiente ecuacién
(1) si se llamaﬁi el factor de amplificacién de corriente con be

58 conectada a masa, del tramsistor,
h__ = S
FE 1 - (1)

El factor X se expresa por la siguiente ecua

ciébn:
ax =a¥pY (2)
en la cual (X* representa el factor de amplificacién de colector,
P el rendimiento de transferencia de base y T el rendimiento de
inyeccién de emisor, respectivamente.
Ahora si se tiene en cuenta el rendimiento
de inyeccién de emisor ¥ de un transistor tipo NPN, 7 viene dado

por la siguiente expresién (3).

- 1
Jn + Jp 14 J
In (3)

en la cual Jn representa la densidad de corriente de los electro
nes inyectados a partir del emisor en la bese del transistor y

Jp la densidad de la corriente de los agujeros inyectados a par-
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tir de la base del emisor del transistor, respectivamente.
Ya que J_ ¥ Jp se expresan por las siguientes

ecuaciones (4) y (5), respectivamente,

D n )
. LA
I, -"'i;"" {exp () 1j (4)
DBy v
J_ o= ~BR _ lexp (—2ie) - 1 (5)
P L kT
p B
la relacién 6 Jn y Jp se expresa por la siguiente ecuacién:
J L D P
6: JL = Ln -Dp e nn (6)
n o) n o)

en la cual L representa la dlstanola de difusién de los porta-—
dores mlnorltarlos en la base del transistor; Lp la distancia
de difusién de los portadores minoritarios en el. emisor del tran
sistor; Dn la constante de difusifén de los portadores minorita-
rios en la base; Dp la constante de difusién de los portadores
minoriterios en el emisor; n_ la concentracién de los portado-
res minoritarios en la base en estado de equilibrio; P, la con~-
centracifén de los portadores minoriterios en el emisor en esta-
do de equilibrio; V una tensidén aplicada & la unién de emisor
de transistor; k la constante de Boltzmann; T la temperatura y
q el valor absoluto de la carge electrénica.

Si se supone que la concentracién de impure-~

zas en el emisor del transistor tiene el valor N ¥ que en la.ba

se del ‘transistor tiene el valor NA, el término nn puede sus-

N

NA. Ademds, ya que L estdp limitado por
D

el ancho de base W y L =V, la relacién & se expresa:por la si-

guiente ecuacién:

tltulrse por el término

D N '
_ W D A
6-L e g (7)
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Las constantes de difusién Dn y Dp son fun-
ciones de transferencie de la portadora y de la temperatura y
en este caso se supone que son sustancialmente constantes.

Como puede verse en las ecuaciones respecti-
vas que anteceden, con el objeto de aumentar el factor de ampli
ficacitn de corriente h.. de un trensistor, es suficiente dar a
la relacién & un valor pequefio.

Por tanto, en un trensistor normel, la concen
tracién de impurezas ND de su emisor se elige con un valor sufi-
cientemente elevado para que la relacién b sea pequefia.

Sin embargo, si la concentracién de impurezas
del emisor se ellge con un valor suficientemente alto, por ejem—

3

plo superior a 10 19 étomos/cm s Se producen defectos de reticulo

¥y una dislocacién en el cristal del cuerpo semiconductor del

transistor, lo que deteriora el cristal, Ademds, debido al hecho
de que la concentracién de impurezas del emisor propiemente di-
cho es elevada, el tiempo de vida.’fp de los portadores minorita-
rios inyectados en el emisor a partir de la base, es corto.

Ya que la distancia de difusién Lp se expre-
sa por la siguiente ecuacién (8)

Lo =P Tp

la distancia de difusién Lp de los portadores minoritarios o agu
jeros es corta. Por tanto, como puede verse a partir de la ecua=-
cién (7) & no puede tener un valor suficientemente pequefio y por
tanto el rendimiento de inyeccién 7 no puede rebasar un valor de
terminado. Como resultado de ello, el factor de amplificacibn de
corriente hFE no puede tener un valor muy elevado en un transis-—
tor corrience.

El dispositivo semiconductor de tres termina-

les de tipo nuevo, no presenta los defectos mencionados mds arri
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ba, inherentes al transistor de la técnica anterior. Como disposi-
tivo semiconductor utilizado en este invento, puede utilizarse un
dispositivo tipo NPN o un dispositivo tipo PNP como en el caso de
la técnice anterior; sin embargo, se describird ahora un dispositi
vo semicon&uétor, tipo NPN, haciendo referencia a las figuras 1 y
2 a tftulo de ejemplo.

Como puede verse en la figura 1, el dispositi
vo semiconductor de tres ferminale# tipo NPN consiste en una prime-
ra regifn semiconductoras 1 de conductividad tipo N formada en un
substrato semiconductor 5 de conductividad tipo N*, una segunda re
gién semiconductora 2 de conductividad tipo‘P formada en el subsira
to seﬁiconductor.§ en un punto adyacente a la primera regién 1, y
una tercera regidn_sémiconductora 3 de conductividad tipo N~ forma
da en el substrato S en un punto adyacente a la segunda regibn 2
para formar unﬁ'primera unién JE del tipo PN, entre las primera y
segunda regiones.1 y 2, y una segunda unién Jc tipo PN entre las
segunda y tercera regiones 2 y 3, respectivamente.

Con el dispositivo semiconductor Elustrado
en la figura 1, en la posicién situade frente a la primera unién
JE Yy separada de ella por una distancia inferior a la distancia de
difusién Lp de los pprtadores minoritarios o agujeros inyectados &
partir de la segunda regién 2 en la primera regién 1, se forma en
la primera regién 1 una barrera de:potencial dotadae de una energfa
nds elevada que la de los portadores-minoritarios o agujeroé, ¢ por
lo menoé, una énergia igual a la energia térmica. En el ejemplo de
la figura 1, la concentracién de iﬁpurezas en la primersa regién 1
se elige suficientemente baja por ejempio, del orden de 1015 dto-
mos/c3, ¥y se forma en la primera regi6n 1 una regién la de conduc-
tividad tipo N*_con una concentracién de impurezas de aproximada-—
mente 1019 étomos/cm3, para formar una unién Iy tipo IH, y por tan
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to, para formar la barrera.,
La concentracién de impurezas en la segunda

15 17

- 10
-
hd tercera regién se elige suficientemente baja, por ejemplo del or-

15 3
den de 10

regién 2, se elige del orden de 10 At_omos/cm3 ¥y la de le
4dtomos/cm”, _
En el substrato semiconductor S adyacente a
la tercera regién 3, pero separado de la segunda unién JC, estd
formada una regién 3a de conductividad tipo wt ¥y con una concen~
tracién de impurezes de aproximadamente 1019 dtomos/cm3.

Un primer electrodo 4E estd formado en la re-
gibn 1a de elevada concentracién de impurezés de la regifn 1, en
contacto Shmico con ella; un segun&oielectrodo 4B estd formado en

. 1a4segunda regién 2 en contact6 6hmico con ella; y un tercer elec
trodo 4C estd formedo en la regifn de alta concentracién de impu~—
rezas 3a adyacenfe a la tercera regién 3 en contacto éhmico con
ella, respectivamente. A partir de estos electrodos 4E, 4B y 4C
salen unos primero, segundo y tercer terminéleslg, B ¥y G, respec-
tivamente, En la figura 1,/la referencia mimerica 5 indica una ta
pe aislante hecha, por ejemplo, de Sio2 forﬁada en la superficie
del substrato S.

El dispositivo semiconductor ilustrado en
la figura 1, puede ser empleado como transistor, En tal caso, la
primera regién 1 sirve como regién de emisor; le segunda regién 2
como regién de base; y la tercera regi6n 3 como regién de colector,
respectivamente, Se aplica una polarizaciln en sentido directo a la
unién de emisor J, ¥ se aplica una.polarizacién inversa a la unién
de colector JC.

_ Por tanto, los agujeros inyectados a partir
de la base o0 de la segunda regién 2 del emisor o primera regién 1

$1enen un largo periodo de vida en razén del hecho de gque la regién
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de emisor 1 %iene una baja concentracién de impurezas y buenas pro
piedades cristalinas y, por tanxo, la distancia de difusién L de
los agujeros ae la regibén ae emisor 1, es larga. Como resultaao de
ello, como puede verse en las ecuaciones (6) y (3), el rendimiento
de inyeccién de emisor puede ser elevado. Sin embargo, cuando la
distancia de difusién Lp es larga, si los agujeros inyectados en
la regién de emisor 1 pueden llegar & la superficie del substrato
S ¥ pueden recombinarse con electrones en la superficie, en la prdc
tica, la distancia de difusién Lp'no puede tener un valor sustan-
cialmente largao. Con el dispositivo semiconductor de la figura 1,
ya que la barrera de potencirl estd formada en la regién de emisor
1, estando.dicha barrera de potencial situada frente a la unién de
emisox JE’ en ung p031016n situada en una distancia inferior a la
distancia de difusién L de los portadores minoritarios, el grado
de recombinacién superflclal disminuye y la distancia de difusién
L_ puede tener un valor suficientemente largo.

Debido & la formacién de la barrera de poten
cial descrita mds arriba en el ejemplo ilustrado en la‘figura 1,
la densided de corriente o componente J_ de los agujeros inyecta-
dos a partir de la regién de base 2 en ga regién de base 1 dismi-
mye, Es decir, que en la unién JH tipo IH en la regifn de emisor
1 se produce una falsa diferencia de nivel de Fermi o campo eléc-
trico ihcorporado que sirve para suprimir la difusién de los agu-
jeros o portadores minoritarios. Por tanto, si el nivel de Fermi
es suficientemente elevado, la corriente de difusién producida por
el gradiente de concentracién de los agujeros y la corriente de des.
plazamiento proddcida por el campo eléetrico incorporado, se anulan
mituamente en la unibén tipo LH, reduciendo la corriente de agujeros
Jp inyectada & parfir de la base 2 a través de la regién de emisor

1 de reducide concentracién de impurezas. En razén de este efecto,
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la relacién entre la corriente electrénica que llega a la regidn

de colector 3 y_la'domponente de corriente que atraviesa la unién -

de emisor JE'aumgnta ¥y, por tanto, el rendimiento de inyéccién ae
emisor Y aumenta como puede verse en la ecuacién (3), haciendo que
el factor de amplificacién de corriente hFE tome un valor elevado.

la diferencia de nivel mencionada méds arriba
(altura de la barrera de potencial) debe ser superior a la energia
de los agujeros o por lo menos, igual a la energfa térmice, la ener
gfa térmica puede ser representada aprbximaqamente bor kT, pero la
diferencia del nivel mencionada mds arriba, debe convenienvemente
ser superior a 0,1 eV. Con la regién de transibién del potencial,
la distancia de difusién Lb de los agujeros no debe termiﬁar en

la regibén de transicién, es decir, gque es conveniente que la dis-

"tancia de difusién L, de los agujeros sea superior al ancho de la

regiéh de transicién.

_ En el caso de que la unién JH' tipo IH esté
Tormeda segin se representa en la figura 1, es posible obtener una
barrera de potencial de 0,2 eV, eligiendo adecuadamente el grado
de impurezas y el gradiente de le regién ia de elevada concentra~
cién de impurezes.

' La figura 2 representa otro ejemplo de un
dispositivo semiconductor de tres terminales en el cual se utili-
zan los mismos nimeros y letras de referencia que en la figura 1
para indicar elementos idénticos y por tanto se omitird su descrip
cién.'

En el ejemplo de la figura 2, con el objeto
de formar una unifén JS tipo PN frente a la primera unién de emisor
JE’ se forma en la primera regién 1 una primera regién suplementa-
ria & de conductividad tipo P. En el ejemplo de la figura 2, la

distencia entre las uniones Js y JE se elige de modo que sea in-
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rior a la distancia de difusi .
ferio distencia de difusion LP de los portadores minorita-

rios en la primera regién 1. La otra construcciéndel ejemplo ilug
trado en la figura 2, es sustancialmente idéntica a la del ejemplo
ilustrado en la figura 1. .

Con el ejemplo de la tigura 2, ya que la dis
tancig de difusién LP de los agujeros inyecvados en le primera re-
gién 1 es larga como se ha descrito mas arripa, los agujeros lle-
gan & la regifn adicional 6 de manera mds eficaz y a continuacién
son absorbidos por ella. Cuando la regién adicional 6 tiene un po
tencial eléctricamente flotante, este potencizl aumenta cuando el
mimero de los agujeros que llegan & la regién adicional 6 aumenta.
Por tanto, la unién JS tipo PN formada entre las regiones 6 y 1,
estd polarizade en sentido directo hasta su voltaje de disrupcién
sustancialmente y, entonces, se reiﬂyectan agujeros en la primcre
regi6n 1 a partir de la regién adicional 6. De este modo, la con-
centracién de los agujeros en la' primera regifn 1 cerca de la re-
gién adicional 6, aumentard y por consiguiente, la distribucién
de la concentracibén de los agujeros entre las uniones JE y JS en
la primera regifn 1, tendrd un valor uniforme y su gradiente se-
réd progresivo, dando lugar a una reduccidén de la corriente de difu
sidn'JP a partir de la seguﬁda.regién 2 hasta la primera regiba 1.

. 8i, en el dispositivo semiconductor descri-
to mds arribe, se forma una cuerta regién, o regién de control, en
la primera regién 1 del mismo, y si se conecta'un cuarto electrodo
o electrodo de control (puerta) para formar un dispositivo semicon
ductor de cuatro terminales de tipo nuevo, su factor dé amplifica~-
cibén de corriente podrd hacerse variar aplicando una‘tensién de’
control al electrodo de control (puerta).

Haciendo referencia a la figura 3, se descri

bird ahora un nuevo dispositivo semiconductor de cuatro terminales
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adecuado para ser utilizado en el invento, en el cual se rorma un

‘electrodo de control (puerta) enla superticie de un elemenvo (re-

gién de control del semiconductor) de la primera regibn semiconduc

. tora 1, (regién de emisor) del dispositivo semiconductor del tipo

de tres terminales, ilustrado en la figura 1, a través de una ca
pe, aislante.

) En el modo de realizacién de la figura 3, un
electrodo de control 4G,Apor ejemplo una capa metdlica consvitufda
por aluminio y que tiene una superficie ﬁredeterminada, se forma
en una parte de la primera regién semiconductora 1 (regién de emi
sor) del dispositiﬁo ilustrado en la figuré 1y @& través de una ca
pa aislente T (capa aislante de puerta) que tiene un espesor pre~
determinado de, por ejemplo,. 100 ) (amgstrom), y esta capa estd
hecha, por ejemplo: de S;Oz, lo mismo que la capa aislante 5, y
corresponde a la capa aislante de puerta de un KOS FET. Un termi-
nal de puer%é G sale del electrodo de control 4G y constituye un
cuarto terminal, Una parte 8 de la primera regifén 1 frente al elec
trodo de control 4G constituye la regién de control semiconductora,

7 S5i se aplice una tensibén de polarizacién de
puerta entre la puerta y el emisor del dispositivo semiconductor
de cuatro termineles o entre el terminal de puerta G y el termi-
nal de emisor E, el factor de amplificacién de corriente o factor
de amplificacién de corriente con emisor conectado & masa hFE del
mismo, cambia en respuesta a la tensién de polarizacién de puerta,
siguiendo una curva convexa orientada hacia abajo y sustancialmen-
te simétrica con relacién a su valor minimo. En otros términos, si
se aplica una tensifn de polarizacibén negativa con relacién al ter
minal de emisor E en el-dispositivo de la figura 3, dentro de la
gama positiva a partir de le tensién de umbral de la tensién de po

larizacién, se forma en una parte de la primera regién 1 (regién



10

15

20

25

30

-13 =

de emisor) una capa de almacenamiento CG que tiene una funciém si
rilar a la unién JH $1po 1LH que constituye la barrera de potencial '
en la figura 1, cuando 1la tensibén se acerca a un valor POSiTIVO.
Por tanto, la densidad de corriente Jp de los agujeros de la co-
rriente de ditusién que circula desde la segunda regién (regién

de base) 2 hasta le primera regién (regifn de emisor) 1 aisminuye
¥, por tanto, el factor hyp aumenta, -

Mientras tanto, dentro de la regién negati-
va a partir de la tensién de umbral de la tensi6n de polarizecién,
se forma una capa inversa IN en uns, parte de la regién de emisor
1 0 de emisor de control 8 cuando la tensién se acerca a la direc~
cién negativa, y como cuendo la regién adiciomal 6 de la figura 2
tiene un potencial eléctricamente flotante, los agujeros son rein
yectados desde la capa inversa IN en la regi6n de emisor 1. Por
tan%o, la densidad de la corriente JP
rriente de difusién que circula desde la regién de base 2 hasta
la regién de emisor 1 disminuye y, por tanto, el facto? hFE aumen

de los agujeros de la co-

ta.

_ la figura 5 es un grdfico que representa la
caracterfstica de un nuevo dispositivo semiconductor de cuatro ter
minales que se ilustra enm la figura 3, obtenida por medio del cir~
cuito de medicién ilustrado en la figura 4.

En la figura 4, la letra de referencia Q in-
dica el nuevo dispositivo semiconauctor de cuatra terminales ilus~
trado en la figura 3 bajo la forma de un sfmbolo, en el cual se
afiade una corta linea al simbolo del transistor bipolar de la téc-
nica anterior, en pafaleio con su emisor para servir como puerta
del dispositivo semiconductor de cuatro termineles dél tipe mumevo
Q. En la figura 4, el dispositivo semiconductor de cuatro termina
les del tipo muevo Q, se ilustra bajo la torma de un dispositivo
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con emisor conectado a masa. in la tigura, la letra de referencia

RL'indica la resistencia de carga de colector del dispositivo Q,

VCC indica su tfuente de tensién de colectoy

lector, I

1, su corriente de co
su corriente de base (constante) y V., . su tensién de

B Gl

puerta—~emisor, respectivamente,
Cuando su tensién de colector-emisor VCE es

de 3V (voltios) y cuando la corriente de base I. es de KA (micro~

amperios), las caracteristicas de la tensién puzrta-emisor (ten-
sién de polarizacién de puerta) VGE (V) = corriente de colector

Ia (MA) y el factor ae amplificacién de corrignte con emisor conec
tado a2 masa hFE se ilustran en el grdfico de la figura 5.

De acuerdo con la curva caracteristica de la
figura 5, puede entenderse que el factor de amplificacién de co-
ftieﬁte hFE varfa en respuesta a la variacién de la tensién de po
larizacién de puerta a lo largo de una curva que es convexa en la
direccién orientada hacia abajo y que es aproximadamente simétrica
con respecto a su valor minimo (teniendo la tensién puerta-emisor
una tensién superior al valor de umbral) .

7 Cuando el espesor de la regifén de emisor 1
del dispositivo semiéonductor ilustrado en la figura 3 se elige
de modo que sea inferior & la distancia de difusidn_Lp de los agu
jeros (portadores inyectados), la recombinacién superficial en la

cual la tensién puerta-emisor V, . es sustancialmente igual a la

tensidén de umbral, se ve influeggiada en gran medida. Por tanto,
el periodo de vida .de los portadores inyectados (portadores mino-
ritarios) es corto y por tanto, el valor minimo del factor hEm pue
de ser reducido.

El modo de realizacién que se ilustra en la
figura 3, es un elemento vipo NPN, pero naturaimente es posible

que el dispositivo semiconductor sea del tipo PNP, como en el caso
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del transistor bipolar.

. Haciendo ahora referencia a la figura 6, el
circuito de deteccién incluye un dispositivo semiconductor 10 del
tipo ilustrado en la figura 3, Este dispositivo tiene su colector
C conectado a una fuente de potencial Vcc a través de una resis-
tencia 13, Su emisor E estd conectado a través de una resistencia
14, a masa, la base B del dispositivo 10 estd conectada a través
de una resistencia variable 8 con la fuente de potencial VCC ¥y
estd también conectada a masa & través de la resistencia 9. Las
resistencias 8 y 9 proporclonan, por tanto, una red divisora de
tensién en la cusl el nlvel de polar1zac16n de la base B del dis-
positivo 10 puede ser cambiado por medio de la resistencia regula
ble 8. El elemento de deteccién 11 es un elemento cuya resistencia
cambia en funcién del fenémeno qué se examina. Este elemento pue-
de, por tanto, ser umas resistencia cuyo valor varia en funcién de
la luz, en funcién del campo magnético o en funcién de la tempera
tura. Este_elemento de deteccidn 11 estd conectado por, un lado a '
la fuente de potencial VCC y por otro lado & la resistencia 12,
la cual & su vez estd conectada & masa. El punto central embre el
elemento 11 y la resistencia 12, estd conectado con el electrodo
de puerta G del dispositivo semiconductor 10, La salida 15 estd
conectada al colector C del dispositivo 10,

El nivel de polarizacién del dispositivo 10
se ajusta de modo que en las condiciones normales del objeto some
tido & examen, la relacién IC/IB sea minima. Este valor represen-
ta el punto bajo de la curva ilustrada en el grédfico de la figura
5« Por tanto, cuando la condicién sometida a deteccién cambia a
partir de su valor normal, la ganancia de amplificacién con emi~
gsor conectado 2 masa, cambia rédpidemente,bien hacia la derecha o

bien hacia la iéquierda del punto bajo del grdfico, pero & conti-
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nuacibn casi se nivela., Este circuito de deteccibén es muy sensi-
ble a un cambio de la caracteristica detectada. Este tipo de dispo
sitivo semiconductor, es por tanto muy diferente del elemento IHOS
FET o parecido, en el cual el cambio se haria de maners muy progre
siva y por tanto no darfa una indicacién critica de un pequefio cam
bio.

la figura 7 es similar a la figura 6, con
la excepcibn de que el elemento de deteccién de temperatura 16
estd intercalado en el circuito de polarizacién de la base B del
dispositivo 10. lLa resistencia ajustable 17 esté intercalada en

el circuito de ﬁolarizacidn de puerta del diSpositivo 10. Por lo

"demds,el circuito es similar al de la figura 6.

Los peritos en la materia se dardn cuenta
de que pueden realizarse mumerosas modificaciones y variaciones
sin alejarse dei espfritu y del alcance de los nuevos conceptos
del invento.

En resumen, la patente de invencién que se
solicita deberd recaer en las siguientes:

REIVINDICACIONES
1e = Circuito de deteccién para detectar un

cambio en una caracterfstice normal de un objeto, caracterizado
por una disposicién que incluye un dispositivo semiconductor (10)
que tiene una primera regién semiconductora de un tipo de conduc-
tividad que forma una regién de emisor, una Segunda regién semicon
ductora del tipo de conductividad?opuesto que forma una regidn de '
base adyacente a dicha primera regifn con una primera unién semi-
conductora entre ellas, una tercera regién semiconductora del mis
mo tipo de conductividad que dicha primera regién, que forma una
regibn de colector adyacente a dicha segunda regién con una se~-
gunda unién semiconductora entre ellas, une capa aislante en la
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superficie externs de dicha regién de emisor, un electrodo de puer
ta en dicha capa aislante que forme una puerta, teniendo dicho dis
positivo semiconductor una caracterfstice de amplificacién con emi
sor conectado a masa, que presenta un punto bajo con segmentos que
éumenxan bruscamente, extendiéndose sustancialmente de menera simé
trica a partir de éste en ambos lados del mismo en respuesta & los
cambios de tensién entre dicha regién de emisor y dicha puerta, un
dispositivo de circuito de polarizécidn conectado con cada una de
dicha primera regifn, dicha regién de base y la puerta, siendo la
polarizacién de dicha primera regién, de dicha segunda regién y
de la puerta, fija para que tenga un punto predeterminado de la
caracter{stica de amplificacién de:corriente ajustado para una con
éicibn detectada predeterminade, y un elemento de deteccidén (16)
conectado con, por lo menos, la regifn de base o la puerta.

2+ = Circuito de deteccién segin la reivin
dicacién 1, caracterizado porque dichas primera y tercera regio-
nes del éispositivo semiconductor, tienen cada una, por'lo menos,
una primera porcidén con concentraciones de impurezas sustancielmen
te del mismo orden de magnitud y porque dicha primera regibn estd
proviste de una segunda porcién que tiene una concentracién de im
purezas superior & la de diche primera porcién de la primera regiéy
en una posicién separade de dicha primera unién por una distancia
inferior a la distancia de difusién de los portadores minoritarios.

3o = Circuito de deteccidén segin la reivindi
cacibn 1, caracterizado porque dicho elemento de deteccibén (16) de
tecta un cambio de temperatura.

4, - Circuito de deteccién segin la reivindj
cacibn 1, caracterizado porque el elemento de deteccibn (16) de-
tecta un cambio en la caracteristica de campo magnético del obje-

. to.
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5. = Circuito de deteccién segén la reivin-
dicacién 1, caracterizado porque el elemento de deteccién (1v)
detecta un cambo de luz.

6. - Circuito de deteccién segin la reivin_
dicacién 1, caracterizado porque dicho elemento de deteccién (16)
estd dispuesto en el circuito de polarizacién de puerta,

. , e - Circuifo de deteccibn segin la reivin-
dicacién 1, caracterizado porque el elemento de deteccién (16) es
t4 situado en el circuito de polarizacién de dicha regién de base
del semiconductor,

8.- Se reivindica por Wltimo como objeto
sobre el que ha de recaer la Patente de Invencidén que se solicita:

"CIRCUITO DE DETECCION",

Todo conforme queda descrito y reivindica-

~do en la presente Memoria descriptiva que ronsta de dieciocho --

péginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 9 de Mayo de 1.975
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